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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁基板上に並設された複数のゲート電極と、ゲート絶縁膜を介して前記複数のゲート
電極の上層又は下層に並設され、前記複数のゲート電極と平面視で交差する、複数のソー
ス電極と、前記複数のソース電極と同一層の、平面視で前記複数のゲート電極及び前記複
数のソース電極で囲われた領域に設けられた、複数のドレイン電極と、前記ゲート絶縁膜
を介して前記ゲート電極に対向して配置され、前記ソース電極と前記ドレイン電極との間
にチャネル領域を形成する半導体層と、を有する薄膜トランジスタアレイであって、
　前記複数のゲート電極は、直線形状に形成され、前記チャネル領域は、前記直線形状に
形成された前記複数のゲート電極に対向して配置され、
　前記ソース電極及び前記ドレイン電極よりも下層であって前記ゲート電極と同一の層の
、前記ゲート絶縁膜を介して前記ドレイン電極と対向する位置に、前記ゲート電極と平行
に配置され、平面視において前記ソース電極と重複する領域に切込み部が設けられたコモ
ン電極が形成され、
　前記コモン電極は平面視で角部を有し、前記角部は、平面視で前記ソース電極及び前記
ドレイン電極と重複しないように配置され、
　平面視において、前記ソース電極は、前記ゲート電極と略平行な方向に分岐する分岐部
を有し、前記分岐部の前記ゲート電極と略平行な第１の辺は前記ドレイン電極の前記ゲー
ト電極と略平行な第２の辺と対向し、対向する前記第１の辺と前記第２の辺との間の全領
域は前記半導体層と重複して長手方向が前記ゲート電極と略平行なチャネル領域を形成し
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ていることを特徴とする薄膜トランジスタアレイ。
【請求項２】
　前記コモン電極が印刷法で形成されていることを特徴とする請求項１記載の薄膜トラン
ジスタアレイ。
【請求項３】
　隣接する前記半導体層が、電気的に分離されていることを特徴とする請求項１又は２記
載の薄膜トランジスタアレイ。
【請求項４】
　前記ゲート電極、前記ソース電極及び前記ドレイン電極のうち少なくとも一つが印刷法
で形成されていることを特徴とする請求項１乃至３の何れか一項記載の薄膜トランジスタ
アレイ。
【請求項５】
　請求項１乃至４の何れか一項記載の薄膜トランジスタアレイ、対向基板及び表示素子を
有することを特徴とする表示装置。
【請求項６】
　請求項５記載の表示装置を表示媒体とする情報表示システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、薄膜トランジスタアレイ、薄膜トランジスタアレイを用いた表示装置及び情
報表示システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　薄膜トランジスタアレイ（ＴＦＴアレイ）基板を用いた表示装置が良く知られているが
、これに用いられる薄膜トランジスタアレイ基板のパターンは、一般的にフォトリソグラ
フィー法で形成される場合が多い。
【０００３】
　フォトリソグラフィー法の工程は、
１．薄膜層を有する基板上にフォトレジスト層を塗布する（レジスト塗布）
２．加熱により溶剤を除去する（プリベーク）
３．パターンデータに従ってレーザー或いは電子線を用いて描画されたハードマスクを通
して紫外光を照射する（露光）
４．アルカリ溶液で露光部のレジストを除去する（現像）
５．未露光部（パターン部）のレジストを加熱により硬化する（ポストベーク）
６．エッチング液に浸漬又はエッチングガスに暴露し、レジストのない部分の薄膜層を除
去する（エッチング）
７．アルカリ溶液又は酸素ラジカルでレジストを除去する（レジスト剥離）
からなる。
【０００４】
　フォトリソグラフィー法を用いると、数十nmまでの微細なパターン形成が可能であるが
、高価な設備と工程の長さのため、高コストであるという問題がある。
【０００５】
　一方、製造コストを低減するために、インクジェット印刷法、エアゾール印刷法、オフ
セット印刷法等の印刷法を用いたパターン形成が試みられており、低コストで薄膜トラン
ジスタアレイ基板を製造できる技術が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００６】
　ここで、従来の薄膜トランジスタアレイの例について説明する。従来の薄膜トランジス
タアレイは、パターン形成方法がフォトリソグラフィー法であるか印刷法であるかを問わ
ず、図１５に例示するような構造を有する。図１５は、従来の薄膜トランジスタアレイ１
０を例示する図である。図１５（ａ）は平面図であり、図１５（ｂ)は図１５（ａ）のＩ
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－Ｉ線に沿う断面図である。図１５に示す薄膜トランジスタアレイ（ＴＦＴアレイ）１０
は、絶縁基板１１と、ゲート電極１２と、ゲート絶縁膜１４と、ソース電極１５と、ドレ
イン電極１６と、半導体層１７と、チャネル領域１７ａと、を有する。なお、１２ａは、
ゲート電極１２の分岐部を示している。又、ソース電極１５の長手方向をＸ方向、ゲート
電極１２の長手方向をＹ方向とする。
【０００７】
　図１５に示す薄膜トランジスタアレイ１０において、絶縁基板１１の上には、複数のゲ
ート電極１２が略一定間隔を隔てて形成されている。又、複数のゲート電極１２は、後述
するチャネル領域１７ａを形成するために、ゲート電極１２と略垂直方向に分岐する分岐
部１２ａを有する。例えば、表示装置においては、複数のゲート電極１２は、一方向に薄
膜トランジスタアレイ１０の外に引き出された後、走査信号用のゲートドライバーＩＣに
接続され、逐次選択信号が繰り返し供給される。
【０００８】
　ゲート電極１２の上には、ゲート絶縁膜１４が形成されている。又、ゲート絶縁膜１４
の上には、複数のソース電極１５が略一定間隔を隔てて、複数のゲート電極１２と平面視
で交差するように形成されている。例えば、表示装置においては、複数のソース電極１５
は、一方向に薄膜トランジスタアレイ１０の外に引き出された後、データ信号用のソース
ドライバーＩＣに接続され、データ信号が供給される。又、ソース電極１５と同一の層に
おける、（図１５を平面視した状態で）複数のゲート電極１２及び複数のソース電極１５
で囲われた領域には、複数のドレイン電極１６が形成されている。更に、ソース電極１５
及びドレイン電極１６の上には、半導体層１７が形成されている。
【０００９】
　又、半導体層１７中のソース電極１５とドレイン電極１６とが対向する部分には、チャ
ネル領域１７ａが存在する。チャネル領域とは、ゲート電極１２に電圧を印加すると、ド
レイン電極１５とソース電極１６とに接続する半導体層１７に存在する電子（又は正孔）
が、ゲート電極１２の分岐部１２ａの直下に引き出され、ドレイン電極１５とソース電極
１６とが電気的に接続されるが、このような、電子（又は正孔）の接続部分のことをいう
。又、チャネル領域１７ａにおいて、ソース電極１５とドレイン電極１６との対向する部
分の長さをチャネル幅（図１５ではＸ方向）、ソース電極１５とドレイン電極１６との間
隔をチャネル長（図１５ではＹ方向）という。ゲート電極１２の分岐部１２ａは、電界を
チャネル領域１７ａに印加するために、必ずチャネル領域１７ａの下部に存在する必要が
ある。
【００１０】
　なお、ゲート絶縁膜１４はゲート電極１２とソース電極１５及びドレイン電極１６とを
絶縁する役割と、ゲート電極１２に加わった電界をソース電極１５とドレイン電極１６と
の間に形成されるチャネル領域１７ａに印加することで、薄膜トランジスタ１０をｏｎ／
ｏｆｆする役割を持つ。
【００１１】
　図１５に示す薄膜トランジスタアレイ１０において、チャネル領域１７ａを形成するた
めに、ゲート電極１２は、ゲート電極１２と略垂直方向に分岐する分岐部１２ａを有する
が、このような構造が、パターン形成方法がフォトリソグラフィー法であるか印刷法であ
るかを問わず、従来の薄膜トランジスタアレイの一般的な構造である。
【特許文献１】特表２００６－５１６７５４
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　しかしながら、図１５において、ゲート電極１２と、ソース電極１５及びドレイン電極
１６との間に、ゲート絶縁膜１４が形成されていることから明らかなように、ゲート電極
１２と、ソース電極１５及びドレイン電極１６とは、それぞれ別々の工程で形成される。
又、前述のように、ゲート電極１２の分岐部１２ａは、電界をソース電極１５とドレイン
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電極１６との間に形成されるチャネル領域１７ａに印加するために、必ずチャネル領域１
７ａの下部に存在する必要がある。従って、ゲート電極１２の分岐部１２ａと、ソース電
極１５とドレイン電極１６との間に形成されるチャネル領域１７ａとをこのような所定の
位置関係を満足するように形成するためには、位置あわせである所謂アライメントが必要
となるが、アライメントを行う際に、アライメントが図１５におけるＸ方向及びＹ方向の
どちらにずれたとしても、ゲート電極１２の分岐部１２ａと、ソース電極１５とドレイン
電極１６との間に形成されるチャネル領域１７ａとの位置関係が変わるため、薄膜トラン
ジスタアレイ１０としての特性に影響を与えるという問題があった。
【００１３】
　本発明は、上記に鑑みてなされたもので、ゲート電極と、ソース電極とドレイン電極と
の間に形成されるチャネル領域とのアライメントが容易な構造を有する薄膜トランジスタ
アレイを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本薄膜トランジスタアレイは、絶縁基板上に並設された複数のゲート電極と、ゲート絶
縁膜を介して前記複数のゲート電極の上層又は下層に並設され、前記複数のゲート電極と
平面視で交差する、複数のソース電極と、前記複数のソース電極と同一層の、平面視で前
記複数のゲート電極及び前記複数のソース電極で囲われた領域に設けられた、複数のドレ
イン電極と、前記ゲート絶縁膜を介して前記ゲート電極に対向して配置され、前記ソース
電極と前記ドレイン電極との間にチャネル領域を形成する半導体層と、を有する薄膜トラ
ンジスタアレイであって、前記複数のゲート電極は、直線形状に形成され、前記チャネル
領域は、前記直線形状に形成された前記複数のゲート電極に対向して配置され、前記ソー
ス電極及び前記ドレイン電極よりも下層であって前記ゲート電極と同一の層の、前記ゲー
ト絶縁膜を介して前記ドレイン電極と対向する位置に、前記ゲート電極と平行に配置され
、平面視において前記ソース電極と重複する領域に切込み部が設けられたコモン電極が形
成され、前記コモン電極は平面視で角部を有し、前記角部は、平面視で前記ソース電極及
び前記ドレイン電極と重複しないように配置され、平面視において、前記ソース電極は、
前記ゲート電極と略平行な方向に分岐する分岐部を有し、前記分岐部の前記ゲート電極と
略平行な第１の辺は前記ドレイン電極の前記ゲート電極と略平行な第２の辺と対向し、対
向する前記第１の辺と前記第２の辺との間の全領域は前記半導体層と重複して長手方向が
前記ゲート電極と略平行なチャネル領域を形成していることを特徴とする。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明によれば、ゲート電極と、ソース電極とドレイン電極との間に形成されるチャネ
ル領域とのアライメントが容易な構造を有する薄膜トランジスタアレイを提供することが
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　以下、図面を参照して、本発明を実施するための最良の形態の説明を行う。
【００３３】
　〈第１の実施の形態〉
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係る薄膜トランジスタアレイ１００を例示する図
である。図１（ａ）は平面図であり、図１（ｂ)は図１（ａ）のＡ－Ａ線に沿う断面図で
ある。図１に示す薄膜トランジスタアレイ（ＴＦＴアレイ）１００は、絶縁基板１１０と
、ゲート電極１２０と、ゲート絶縁膜１４０と、ソース電極１５０と、ドレイン電極１６
０と、半導体層１７０と、チャネル領域１７０ａと、を有する。又、１５０ａは、ソース
電極１５０の分岐部を示している。又、ソース電極１５０の長手方向をＸ方向、ゲート電
極１２０の長手方向をＹ方向とする。図１に示す薄膜トランジスタアレイ１００は、例え
ば、液晶表示装置等に使用することができる。
【００３４】
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　図１に示す薄膜トランジスタアレイ１００において、絶縁基板１１０の上には、複数の
ゲート電極１２０が略一定間隔を隔てて形成されている。なお、ゲート電極１２０は、図
１５に示すような分岐部１２ａを有さず、直線状に形成されている。例えば、表示装置に
おいては、複数のゲート電極１２０は、一方向に薄膜トランジスタアレイ１００の外に引
き出された後、走査信号用のゲートドライバーＩＣに接続され、逐次選択信号が繰り返し
供給される。
【００３５】
　ゲート電極１２０の上には、ゲート絶縁膜１４０が形成されている。又、ゲート絶縁膜
１４０の上には、複数のソース電極１５０が略一定間隔を隔てて、複数のゲート電極１２
０と平面視で交差するように形成されている。又、複数のソース電極１５０は、チャネル
領域１７０ａを形成するために、ソース電極１５０と略垂直方向に分岐する分岐部１５０
ａを有する。例えば、表示装置においては、複数のソース電極１５０は、一方向に薄膜ト
ランジスタアレイ１００の外に引き出された後、データ信号用のドライバーＩＣに接続さ
れ、データ信号が供給される。又、ソース電極１５０と同一の層における、（図１（ａ）
を平面視した状態で）複数のゲート電極１２０及び複数のソース電極１５０で囲われた領
域には、複数のドレイン電極１６０が形成されている。例えば、表示装置においては、複
数のドレイン電極１６０は、画素電極となる。更に、ソース電極１５０及びドレイン電極
１６０の上には、半導体層１７０が、ソース電極１５０の分岐部１５０ａと略平行に形成
されている。なお、各半導体層１７０は、各ソース電極１５０間のリーク電流の発生を防
止するため、互いに分離されているが、少なくとも隣接する半導体層が分離されていれば
、リーク電流の発生を防止できる。
【００３６】
　なお、本明細書、特許請求の範囲及び図面においては、例えば、表示装置において、デ
ータ信号用のドライバーＩＣに接続される電極をソース電極、画素電極となる電極をドレ
イン電極と呼ぶが、ソース電極／ドレイン電極の呼び方は、この反対でも構わず、いずれ
の呼び方であっても、本発明の成立性に影響を与えることはない。又、一般的な薄膜トラ
ンジスタアレイにおいて、本明細書、特許請求の範囲及び図面におけるゲート電極をゲー
ト配線及びゲート電極（ゲート配線の一部）、ソース電極をソース配線及びソース電極（
ソース配線の一部）等と呼ぶ場合もあるが、ゲート配線及びゲート電極、ソース配線及び
ソース電極は、それぞれ電気的には一体であり、区別する必要がないことから、本明細書
、特許請求の範囲及び図面においては、ゲート配線も含めてゲート電極と、ソース配線も
含めてソース電極と呼ぶ（他の実施の形態においても同様）。
【００３７】
　又、半導体層１７０下部のソース電極１５０の分岐部１５０ａとドレイン電極１６０と
が対向する部分には、チャネル領域１７０ａが形成されている。ゲート電極１２０は、電
界をチャネル領域１７０ａに印加するために、必ずチャネル領域１７０ａの下部に存在す
る必要がある。
【００３８】
　このように、ゲート電極１２０が分岐部を有さず、直線状に形成され、ソース電極１５
０が分岐部１５０ａを有し、半導体層１７０下部のソース電極１５０の分岐部１５０ａと
ドレイン電極１６０とが対向する部分に、チャネル領域１７０ａが形成されていることが
、図１５に示す従来の薄膜トランジスタアレイ１０の構造と大きく異なる、本発明の第１
の実施形態に係る薄膜トランジスタアレイ１００の特徴である。
【００３９】
　なお、ゲート絶縁膜１４０はゲート電極１２０とソース電極１５０及びドレイン電極１
６０とを絶縁する役割と、ゲート電極１２０に加わった電界をソース電極１５０とドレイ
ン電極１６０との間に形成されるチャネル領域１７０ａに印加することで、薄膜トランジ
スタ１００をｏｎ／ｏｆｆする役割を持つ。
【００４０】
　図２は、薄膜トランジスタアレイ１００を使用する液晶表示装置６００を簡略化して例
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示する図である。図２に示す液晶表示装置６００は、薄膜トランジスタアレイ１００のド
レイン電極１６０等が形成される側に、液晶層６１０が形成され、更に、液晶層６１０の
上側に、対向電極６２０が形成される構造からなる。液晶層６１０には、複数の画素領域
６１１が、所定の画素ピッチで設けられている。各画素領域６１１は、薄膜トランジスタ
アレイ１００の各ドレイン電極１６０に対応する位置に形成される。各ドレイン電極１６
０を画素電極として、所望の薄膜トランジスタを選択的にスイッチングすることにより、
ドレイン電極１６０と対向電極６２０との間に電圧を印加し、液晶層６１０を透過する光
量を調整することによって、液晶表示装置６００が実現される。
【００４１】
　次に、図１に示す本発明の第１の実施形態に係る薄膜トランジスタアレイ１００の概略
の製造プロセスの例を説明する。始めに、絶縁基板１１０の上に伝導体材料からなるゲー
ト電極１２０が形成される。図３は、本発明の第１の実施形態に係る薄膜トランジスタア
レイ１００におけるゲート電極１２０の形状を例示する図である。図３（ａ）は平面図で
あり、図３（ｂ)は図３（ａ）のＢ－Ｂ線に沿う断面図である。同図中、図１及び図２と
同一部品については、同一符号を付し、その説明は省略する。図３において、絶縁基板１
１０上にゲート電極１２０が、分岐部を有さず直線状に形成されている。又、ｔは、ゲー
ト電極１２０の線幅を示している。
【００４２】
　ゲート電極１２０は、真空成膜した金属膜の上にフォトレジスト材を塗布し、フォトマ
スクを介して該レジスト膜を露光し、現像したのちエッチングすることで配線となる金属
膜を形成する所謂フォトレジスト法で形成することができる。又、ＩＪ法、オフセット法
、グラビア法、フレキソ法などの印刷法で形成することもできる。ゲート電極１２０の材
質はＡｕ、Ａｇ、Ａｌ、Ｃｕのような金属でも良いし、ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳのような導電
性ポリマーでも構わない。
【００４３】
　又、ゲート電極１２０は、正確に画素ピッチの間隔で略平行に形成される。又、ゲート
電極１２０は、必ずチャネル領域１７０ａ下に存在し、ゲート電界を印加し続ける必要が
あるため、ゲート電極１２０の線幅ｔは「チャネル長＜ｔ＜チャネル長＋横方向のアライ
メント精度」であることが条件となる。
【００４４】
　次いで、図３に示す絶縁基板１１０上に形成されたゲート電極１２０の上にゲート絶縁
膜１４０が形成される。ゲート絶縁膜１４０の形成プロセスでは、絶縁膜溶液を塗布して
もよいし、真空成膜により形成しても良い。ゲート絶縁膜１４０の材質は、ＰＶＰのよう
な有機膜でも良いし、ＳｉＯ２のような無機膜でも構わない。ゲート絶縁膜１４０は、絶
縁性を高めるため、電気抵抗が高く誘電率の安定した材料を数百ｎｍ程度に薄く塗布する
必要があるが、もし、膜厚がそれ以下の部位が存在すると、ゲート電極１２０と、ソース
電極１５０及び／又はドレイン電極１６０との間に短絡が生じ、例えば、薄膜トランジス
タアレイ１００が表示装置に利用される場合には、表示に重大な欠陥をもたらすこととな
る。
【００４５】
　次いで、ゲート絶縁膜１４０上へ、ソース電極１５０及びドレイン電極１６０が形成さ
れる。ここで、後にチャネル領域１７０ａとなるソース電極１５０の分岐部１５０ａとド
レイン電極１６０とが対向する部分の下部に、ゲート電極１２０が存在する必要があるた
め、ソース電極１５０の分岐部１５０ａとドレイン電極１６０とが対向する部分とゲート
電極１２０の位置のアライメントが行われるが、ゲート電極１２０は、Ｙ方向に直線上に
形成されているため、Ｙ方向の位置ずれは薄膜トランジスタアレイ１００としての特性に
影響を与えない。すなわち、Ｙ方向のアライメント精度は問題にならず、Ｘ方向のアライ
メント精度のみを問題とすればよい。
【００４６】
　このように、Ｘ方向及びＹ方向のアライメント精度が問題となった図１５に示す従来の
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薄膜トランジスタアレイ１０に比べ、図１に示す薄膜トランジスタアレイ１００は、ゲー
ト電極１２０と、ソース電極１５０とドレイン電極１６０との間に形成されるチャネル領
域１７０ａとのアライメントが容易な構造である。
【００４７】
　次いで、ソース電極１５０及びドレイン電極１６０の上に、ソース電極１５０及びドレ
イン電極１６０とを接続する半導体層１７０が形成される。これにより、ゲート電極１２
０に電圧を印加すると、半導体層１７０に存在する電子（又は正孔）により、ドレイン電
極１５０とソース電極１６０とが電気的に接続される、図１に示す本発明の第１の実施形
態に係る薄膜トランジスタアレイ１００が製造される。
【００４８】
　なお、図１に示す薄膜トランジスタアレイ１００のドレイン電極１６０と、図１５に示
す従来の薄膜トランジスタアレイ１０のドレイン電極１６とを比べると明らかなように、
図１に示す薄膜トランジスタアレイ１００のドレイン電極１６０の方が、図１５に示す従
来の薄膜トランジスタアレイ１０のドレイン電極１６よりも面積が大きくなっている。こ
れは、ゲート電極１２０に分岐部を設けず、直線状に形成したことに起因する。ドレイン
電極１６０の面積を大きくできると、例えば、ドレイン電極１６０にスルーホールを形成
するような場合において、ドレイン電極１６０とスルーホールとの位置のアライメントが
容易になる。
【００４９】
　このように、本発明の第１の実施の形態に係る薄膜トランジスタアレイ１００によれば
、ゲート電極１２０が分岐部を有さず、直線状に形成されているため、ゲート電極１２０
と、ソース電極１５０とドレイン電極１６０との間に形成されるチャネル領域１７０ａ、
及び、ドレイン電極１６０とスルーホール、を容易にアライメントすることができる。
【００５０】
　〈第２の実施の形態〉
　図４は、本発明の第２の実施の形態に係る薄膜トランジスタアレイ２００を例示する図
である。図４（ａ）は平面図であり、図４（ｂ)は図４（ａ）のＣ－Ｃ線に沿う断面図で
ある。同図中、図１乃至図３と同一部品については、同一符号を付し、その説明は省略す
る。
【００５１】
　図４に示す薄膜トランジスタアレイ（ＴＦＴアレイ）２００は、絶縁基板１１０と、ゲ
ート電極１２０と、コモン電極２３０と、ゲート絶縁膜１４０と、ソース電極１５０と、
ドレイン電極１６０と、半導体層１７０と、チャネル領域１７０ａと、を有する。又、１
５０ａは、ソース電極１５０の分岐部を、２３０ａは、コモン電極２３０の切り込み部を
示している。又、ソース電極１５０の長手方向をＸ方向、ゲート電極１２０の長手方向を
Ｙ方向とする。図４に示す薄膜トランジスタアレイ２００において、図１に示す薄膜トラ
ンジスタアレイ１００と異なる部分は、コモン電極２３０が、追加された点である。なお
、薄膜トランジスタアレイ２００の製造プロセスについては、薄膜トランジスタアレイ１
００と同様である。
【００５２】
　図４に示す薄膜トランジスタアレイ２００において、絶縁基板１１０の上には、複数の
ゲート電極１２０が略一定間隔を隔てて形成されている。なお、ゲート電極１２０は、図
１５に示すような分岐部１２ａを有さず、直線状に形成されている。又、隣接するゲート
電極１２０の間に、コモン電極２３０がゲート電極１２０と略平行に形成されている。ゲ
ート電極１２０とコモン電極２３０について図５を参照して更に詳しく説明する。図５は
、本発明の第２の実施形態に係る薄膜トランジスタアレイ２００におけるゲート電極１２
０とコモン電極２３０の形状を例示する図である。図５（ａ）は平面図であり、図５（ｂ
)は図５（ａ）のＤ－Ｄ線に沿う断面図である。同図中、図４と同一部品については、同
一符号を付し、その説明は省略する。
【００５３】
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　図５において、絶縁基板１１０上にゲート電極１２０とコモン電極２３０が形成されて
いる。図１５に示す薄膜トランジスタアレイ１０のように、ゲート電極１２が分岐部１２
ａを有する場合には、コモン電極は、ゲート電極１２と分岐部１２ａとの間にパターンを
通す必要があるため、分岐部１２ａの面積を小さくしなければコモン電極を形成すること
ができない。しかしながら、分岐部１２ａの面積を小さくすると、チャネル幅が狭くなり
、扱える電流量が減少するという問題が生じる。又、チャネル幅を少しでも広く取るため
に分岐部１２ａの面積を大きくすると、ゲート電極１２と分岐部１２ａとの間隔が狭くな
るため、フォトリソグラフィー法による精度のよいパターン形成が必須となり、薄膜トラ
ンジスタアレイの製造コスト上昇の要因となる。なお、印刷法を用いたパターン形成は、
製造プロセスの簡略化及び低コスト化を実現できるものの、印刷精度を考慮すると、大量
生産が可能な印刷方法では３０μmのラインスペースを切ることは困難である。
【００５４】
　図４に示す薄膜トランジスタアレイ２００では、ゲート電極１２０が分岐部を有さず、
直線状に形成されているため、このような問題を生じることなく、コモン電極２３０を容
易に形成することができる。又、ゲート電極と分岐部との間の狭い部分に、コモン電極の
パターンを形成する必要がなく、通常１００～３００μｍ程度の間隔で形成されるゲート
電極間にパターンを形成することができるため、印刷法でパターン形成することも可能と
なり、薄膜トランジスタアレイ２００の製造コストを低減することができる。
【００５５】
　図５に示すコモン電極２３０は、ゲート電極１２０と同じプロセスで形成しても、異な
ったプロセスで形成しても構わない。コモン電極２３０は、ドレイン電極１６０に積極的
に容量成分を与えるために、ゲート絶縁膜１４０を介してドレイン電極１６０とほぼ対向
する位置、形状で作製される。この容量は、コモン電極２３０がドレイン電極１６０と対
向する面積、ゲート絶縁膜１４０の膜厚及び誘電率で決定されるため、コモン電極２３０
は、可能な限りドレイン電極１６０下の大きな面積を取る必要がある。反面、ソース電極
１５０下部のコモン電極２３０は、ソース駆動に際し、浮遊容量として作用するため、ソ
ース電極１５０下部のコモン電極２３０の面積は、出来るだけ小さくする必要がある。こ
のため、図５に示すように、コモン電極２３０のソース電極１５０下部に対応する部分に
は、切込み部２３０ａを設けて面積を小さくしている。
【００５６】
　例えば、表示装置においては、複数のゲート電極１２０は、一方向に薄膜トランジスタ
アレイ２００の外に引き出された後、走査信号用のゲートドライバーＩＣに接続され、逐
次選択信号が繰り返し供給される。一方、コモン電極２３０もゲート電極１２０の反対方
向に薄膜トランジスタアレイ２００の外に引き出された後、全てのコモン電極２３０は１
本にまとめられ、所定のコモン電圧が付与される。
【００５７】
　ゲート電極１２０及びコモン電極２３０の上には、ゲート絶縁膜１４０が形成されてい
る。又、ゲート絶縁膜１４０の上には、複数のソース電極１５０が略一定間隔を隔てて、
複数のゲート電極１２０と平面視で交差するように形成されている。又、複数のソース電
極１５０は、チャネル領域１７０ａを形成するために、ソース電極１５０と略垂直方向に
分岐する分岐部１５０ａを有する。例えば、表示装置においては、複数のソース電極１５
０は、一方向に薄膜トランジスタアレイ２００の外に引き出された後、データ信号用のド
ライバーＩＣに接続され、データ信号が供給される。又、ソース電極１５０と同一の層に
おける、（図４を平面視した状態で）複数のゲート電極１２０及び複数のソース電極１５
０で囲われた領域には、複数のドレイン電極１６０が形成されている。例えば、表示装置
においては、複数のドレイン電極１６０は、画素電極となる。更に、ソース電極１５０及
びドレイン電極１６０の上には、半導体層１７０が、ソース電極１５０の分岐部１５０ａ
と略平行に形成されている。なお、各半導体層１７０は、各ソース電極１５０間のリーク
電流の発生を防止するため、互いに分離されているが、少なくとも隣接する半導体層が分
離されていれば、リーク電流の発生を防止できる。
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【００５８】
　又、半導体層１７０下部のソース電極１５０の分岐部１５０ａとドレイン電極１６０と
が対向する部分には、チャネル領域１７０ａが形成されている。ゲート電極１２０は、電
界をチャネル領域１７０ａに印加するために、必ずチャネル領域１７０ａの下部に存在す
る必要がある。
【００５９】
　ゲート電極１２０が分岐部を有さず、直線状に形成され、ソース電極１５０が分岐部１
５０ａを有し、半導体層１７０下部のソース電極１５０の分岐部１５０ａとドレイン電極
１６０とが対向する部分に、チャネル領域１７０ａが形成されていること、及び、隣接す
るゲート電極１２０の間に、コモン電極２３０がゲート電極１２０と略平行に形成されて
いることが、本発明の第２の実施形態に係る薄膜トランジスタアレイ２００の特徴である
。
【００６０】
　なお、ゲート絶縁膜１４０はゲート電極１２０とソース電極１５０及びドレイン電極１
６０とを絶縁する役割と、ゲート電極１２０に加わった電界をソース電極１５０とドレイ
ン電極１６０との間に形成されるチャネル領域１７０ａに印加することで、薄膜トランジ
スタ２００をｏｎ／ｏｆｆする役割を持つ。
【００６１】
　このように、本発明の第２の実施の形態に係る薄膜トランジスタアレイ２００によれば
、ゲート電極１２０が分岐部を有さず、直線状に形成されているため、チャネル幅が狭く
なって扱える電流量を減らすことなく、コモン電極２３０を形成することができる。又、
印刷法でコモン電極２３０のパターンを形成することも可能となり、薄膜トランジスタア
レイ２００の製造コストを低減することができる。なお、本発明の第２の実施の形態の薄
膜トランジスタアレイ２００は、第１の実施の形態の薄膜トランジスタアレイ１００と同
様の効果を得ることができる。
【００６２】
　〈第３の実施の形態〉
　図６は、本発明の第３の実施の形態に係る薄膜トランジスタアレイ３００を例示する図
である。図６（ａ）は平面図であり、図６（ｂ)は図６（ａ）のＥ－Ｅ線に沿う断面図で
ある。同図中、図１乃至図５と同一部品については、同一符号を付し、その説明は省略す
る。
【００６３】
　図６に示す薄膜トランジスタアレイ（ＴＦＴアレイ）３００は、絶縁基板１１０と、ゲ
ート電極１２０と、コモン電極３３０と、ゲート絶縁膜１４０と、ソース電極１５０と、
ドレイン電極１６０と、半導体層１７０と、チャネル領域１７０ａと、を有する。又、１
５０ａは、ソース電極１５０の分岐部を、３３０ａは、コモン電極３３０の角部を示して
いる。又、ソース電極１５０の長手方向をＸ方向、ゲート電極１２０の長手方向をＹ方向
とする。なお、角部は、製造条件等によって、実際には多少丸みを帯びた所謂Ｒ状や、面
取りされたような形状になる場合も考えられるが、そのような場合も含めて、角部と表現
する（他の実施の形態においても同じ）。
【００６４】
　図６に示す薄膜トランジスタアレイ３００において、図４に示す薄膜トランジスタアレ
イ２００と異なる部分は、図４におけるコモン電極２３０が、コモン電極２３０とは形状
の異なるコモン電極３３０に置換された点である。又、３３０ａは、コモン電極３３０の
角部を示しており、角部３３０ａは、図６（ａ）及び図６（ｂ）に示すように、ソース電
極１５０ともドレイン電極１６０ともオーバーラップしない位置に形成されている。すな
わち、角部３３０ａは図６（ａ）を平面視した状態でソース電極１５０及びドレイン電極
１６０と重複しないように配置されている。なお、薄膜トランジスタアレイ３００の製造
プロセスについては、薄膜トランジスタアレイ１００と同様である。
【００６５】
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　図６に示す薄膜トランジスタアレイ３００において、絶縁基板１１０の上には、複数の
ゲート電極１２０が略一定間隔を隔てて形成されている。なお、ゲート電極１２０は、図
１５に示すような分岐部１２ａを有さず、直線状に形成されている。又、隣接するゲート
電極１２０の間に、コモン電極３３０がゲート電極１２０と略平行に形成されている。例
えば、表示装置においては、複数のゲート電極１２０は、一方向に薄膜トランジスタアレ
イ２００の外に引き出された後、走査信号用のゲートドライバーＩＣに接続され、逐次選
択信号が繰り返し供給される。一方、コモン電極３３０もゲート電極１２０の反対方向に
薄膜トランジスタアレイ３００の外に引き出された後、全てのコモン電極３３０は1本に
まとめられ、所定のコモン電圧が付与される。
【００６６】
　ゲート電極１２０及びコモン電極３３０の上には、ゲート絶縁膜１４０が形成されてい
る。又、ゲート絶縁膜１４０の上には、複数のソース電極１５０が略一定間隔を隔てて、
複数のゲート電極１２０と平面視で交差するように形成されている。又、複数のソース電
極１５０は、チャネル領域１７０ａを形成するために、ソース電極１５０と略垂直方向に
分岐する分岐部１５０ａを有する。例えば、表示装置においては、複数のソース電極１５
０は、一方向に薄膜トランジスタアレイ３００の外に引き出された後、データ信号用のド
ライバーＩＣに接続され、データ信号が供給される。又、ソース電極１５０と同一の層に
おける、（図６を平面視した状態で）複数のゲート電極１２０及び複数のソース電極１５
０で囲われた領域には、複数のドレイン電極１６０が形成されている。例えば、表示装置
においては、複数のドレイン電極１６０は、画素電極となる。更に、ソース電極１５０及
びドレイン電極１６０の上には、半導体層１７０が、ソース電極１５０の分岐部１５０ａ
と略平行に形成されている。なお、各半導体層１７０は、各ソース電極１５０間のリーク
電流の発生を防止するため、互いに分離されているが、少なくとも隣接する半導体層が分
離されていれば、リーク電流の発生を防止できる。
【００６７】
　又、半導体層１７０下部のソース電極１５０の分岐部１５０ａとドレイン電極１６０と
が対向する部分には、チャネル領域１７０ａが形成されている。ゲート電極１２０は、電
界をチャネル領域１７０ａに印加するために、必ずチャネル領域１７０ａの下部に存在す
る必要がある。
【００６８】
　ここで、角部に関して説明する。図１６は、下部電極１８を印刷法でパターン形成した
場合の一般的な形状を例示する図である。図１６（ａ）は平面図であり、図１６（ｂ)は
図１６（ａ）のＪ－Ｊ線に沿う断面図である。図１６において、１８は下部電極、１８ａ
は下部電極１８の角部、１９は絶縁膜、２０は上部電極、ｄは下部電極１８と上部電極２
０との間の絶縁膜１９の最も薄い部分の膜厚を示しており、下部電極１８と上部電極２０
とが、絶縁膜１９を介して形成されている。又、下部電極１８の角部１８ａは凸部となっ
ている。
【００６９】
　又、図１７は、図１５における下部電極であるゲート電極１２を印刷法でパターン形成
した場合の高さの傾向を例示する図である。同図中、図１５と同一部品については、同一
符号を付し、その説明は省略する。図１７において、１２ｂはゲート電極１２の角部を示
しており、ゲート電極１２が図１６における下部電極１８に相当し、ゲート電極１２の角
部１２ｂが図１６における下部電極１８の角部１８ａに相当する。ゲート電極１２の角部
１２ｂは凸部となっている。
【００７０】
　印刷法によるパターン形成においては、必ず溶剤の乾燥工程を含むが、乾燥時の溶剤蒸
気圧はパターンの非対称性から全面均一に保つのは難しく、下部電極１８を印刷法でパタ
ーン形成した場合は、図１６（ｂ）に示すように、断面形状に不均一性をもたらす。これ
は蒸気圧の違いにより乾燥状態の不均一性を生じ、先に乾燥した部位に固化物が集まって
くる、所謂コーヒーステイン現象によると考えられ、蒸気圧のコントロールが難しいため
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、ある程度の発生は考慮しなければならない。図１７に示すように、ゲート電極１２の角
部１２ｂのような外側に曲がる部分（角度が１８０度よりも小さい部分）は断面形状が凸
部となり、内側に曲がる部分（角度が１８０度よりも大きい部分）は断面形状が凹部とな
るため、ゲート電極１２の角部１２ｂのような外側に曲がる部分（角度が１８０度よりも
小さい部分）について、特に注意が必要である。
【００７１】
　コーヒーステイン現象による断面形状の盛り上がりは図１７に示すように、その蒸気圧
のばらつきの大きくなる配線の角部（図１７ではゲート電極１２の角部１２ｂ）に集中す
る傾向がある。断面形状の盛り上がりが生じる部分は、角部を形成する２つの辺（平面視
）の交点（頂点）から、およそ１０μｍ程度の範囲である。角部に盛り上がりが生じると
、図１６（ｂ）のｄに示すように、下部電極１８（図１７ではゲート電極１２）と上部電
極２０（図１７ではソース電極１５とドレイン電極１６）との間の絶縁膜１９（図１７で
はゲート絶縁膜１４）の膜厚が確保できなくなり、下部電極１８（図１７ではゲート電極
１２）と上部電極２０（図１７ではソース電極１５とドレイン電極１６）との間の短絡も
しくは絶縁不良を引き起こす大きな要因となる。
【００７２】
　又、ゲート電極１２が、チャネル領域１７ａにできるだけ強い電界を印加できるように
、絶縁膜１４はできるだけ薄く形成される傾向にあり、このことも、短絡もしくは絶縁不
良の観点からは、不利に働く。従って、印刷法により下部電極のパターン形成をする場合
には、下部電極には角部は出来るだけ作らないことが望ましい。本発明の第３の実施形態
では、ゲート電極１２０は、図１５に示すような分岐部１２ａを有さず、直線状に形成さ
れているため、角部を有さず、断面形状の盛り上がりの問題は生じない。従って、ゲート
電極１２０は、印刷法でも容易に形成することができる。
【００７３】
　しかしながら、図４及び図５において説明したように、コモン電極２３０はその容量を
稼ぎたいため出来るだけ面積を大きくすることが望ましいが、コモン電極２３０のソース
電極１５０下部の部分は、ソース駆動に際し、浮遊容量として作用するため、この部分の
面積は、出来るだけ小さくする必要がある。このため、図４及び図５に示すように、ソー
ス電極１５０下部に対応する部分のコモン電極２３０は、切込み部２３０ａを設けて面積
を小さくしている。このように、コモン電極２３０に切込み部２３０ａを設けた結果、コ
モン電極２３０には必然的に角部が作られる。図６に示す薄膜トランジスタアレイ３００
におけるコモン電極３３０についても同様の理由により角部３３０ａが作られる。
【００７４】
　図６に示す薄膜トランジスタアレイ３００において、ゲート電極１２０は直線状に形成
されており分岐部を有さないため角部が存在しない。そのため、ゲート電極１２０には不
要な凸部がなく、ゲート電極１２０を印刷法で形成する場合においても、上述のような絶
縁不良は生じにくい構造である。しかしながら、上述のように、コモン電極３３０には必
然的に角部３３０ａが存在し、コモン電極３３０を印刷法で形成する場合には、角部３３
０ａに盛り上がりが生じる。その結果、コモン電極３３０の上部電極であるソース電極１
５０とドレイン電極１６０が、コモン電極３３０の角部３３０ａとオーバーラップする位
置（平面視で重なる位置）に形成されている場合には、コモン電極３３０とソース電極１
５０及び／又はドレイン電極１６０とが絶縁不良を生じるおそれがある。
【００７５】
　そこで、薄膜トランジスタアレイ３００では、コモン電極３３０の角部３３０ａを、ソ
ース電極１５０ともドレイン電極１６０ともオーバーラップしない位置（図６（ａ）を平
面視して重ならない位置）に形成した。なお、前述のように、断面形状の盛り上がりが生
じる部分は、角部を形成する２つの辺（平面視）の交点（頂点）から、およそ１０μｍ程
度の範囲であるから、コモン電極３３０の角部３３０ａが配置される部分のソース電極１
５０とドレイン電極１６０との（平面視における）間隔は、アライメントずれ等も考慮し
て、例えば、数十μｍ程度は確保する必要がある。
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【００７６】
　このようにすることで、絶縁不良をおこす危険をなくすことができる。効果を確認する
ために、コモン電極３３０の角部３３０ａを、ソース電極１５０ともドレイン電極１６０
ともオーバーラップしない位置（図６（ａ）を平面視して重ならない位置）に印刷法で形
成したサンプルと、コモン電極３３０の角部３３０ａを、ソース電極１５０又はドレイン
電極１６０とオーバーラップする位置（図６（ａ）を平面視して重なる位置）に印刷法で
形成したサンプルを作成し、耐電圧試験を実施した。図７は、耐圧試験の結果を例示する
図であり、絶縁耐圧と故障頻度との関係を示している。
【００７７】
　図７に示すように、コモン電極３３０の角部３３０ａを、ソース電極１５０ともドレイ
ン電極１６０ともオーバーラップしない位置（図６（ａ）を平面視して重ならない位置）
に形成したサンプル（図７の「角部３３０ａ上に上部電極なし」）は、コモン電極３３０
の角部３３０ａを、ソース電極１５０又はドレイン電極１６０とオーバーラップする位置
（図６（ａ）を平面視して重なる位置）に形成したサンプル（図７の「角部３３０ａ上に
上部電極あり」）に比べて、耐電圧が大きく改善さており、リークが発生しにくくなって
いることが確認された。
【００７８】
　このように、本発明の第３の実施の形態に係る薄膜トランジスタアレイ３００によれば
、コモン電極３３０の角部３３０ａを、ソース電極１５０ともドレイン電極１６０ともオ
ーバーラップしない位置（平面視で重ならない位置）に形成するため、コモン電極３３０
とソース電極１５０及び／又はドレイン電極１６０との間の耐電圧が大きく改善され、リ
ークの発生を低減することができる。なお、本発明の第３の実施の形態の薄膜トランジス
タアレイ３００は、第１の実施の形態の薄膜トランジスタアレイ１００及び第２の実施の
形態の薄膜トランジスタアレイ２００と同様の効果を得ることができる。
【００７９】
　〈第４の実施の形態〉
　図８は、本発明の第４の実施の形態に係る薄膜トランジスタアレイ４００を例示する図
である。図８（ａ）は平面図であり、図８（ｂ)は図８（ａ）のＦ－Ｆ線に沿う断面図で
ある。同図中、図１乃至図７と同一部品については、同一符号を付し、その説明は省略す
る。
【００８０】
　図８に示す薄膜トランジスタアレイ（ＴＦＴアレイ）４００は、絶縁基板１１０と、ゲ
ート電極１２０と、コモン電極３３０と、ゲート絶縁膜１４０と、ソース電極４５０と、
ドレイン電極４６０と、半導体層４７０と、チャネル領域４７０ａと、を有する。又、４
５０ａは、ソース電極４５０の分岐部を示している。又、ソース電極４５０の長手方向を
Ｘ方向、ゲート電極１２０の長手方向をＹ方向とする。図１、図４及び図６に示す薄膜ト
ランジスタアレイ１００、薄膜トランジスタアレイ２００及び薄膜トランジスタアレイ３
００とは、ソース電極４５０とドレイン電極４６０との間に形成されるチャネル４７０ａ
の形状が異なる。なお、薄膜トランジスタアレイ４００の製造プロセスについては、薄膜
トランジスタアレイ１００と同様である。
【００８１】
　図８に示す薄膜トランジスタアレイ４００において、絶縁基板１１０の上には、複数の
ゲート電極１２０が略一定間隔を隔てて形成されている。なお、ゲート電極１２０は、図
１０に示すような分岐部を有さず、直線状に形成されている。又、隣接するゲート電極１
２０の間に、コモン電極３３０がゲート電極１２０と略平行に形成されている。例えば、
表示装置においては、複数のゲート電極１２０は、一方向に薄膜トランジスタアレイ４０
０の外に引き出された後、走査信号用のゲートドライバーＩＣに接続され、逐次選択信号
が繰り返し供給される。一方、コモン電極３３０もゲート電極１２０の反対方向に薄膜ト
ランジスタアレイ４００の外に引き出された後、全てのコモン電極３３０は１本にまとめ
られ、所定のコモン電圧が付与される。
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【００８２】
　ゲート電極１２０及びコモン電極３３０の上には、ゲート絶縁膜１４０が形成されてい
る。又、ゲート絶縁膜１４０の上には、複数のソース電極４５０が略一定間隔を隔てて、
複数のゲート電極１２０と平面視で交差するように形成されている。又、複数のソース電
極４５０は、チャネル領域４７０ａを形成するために、ソース電極４５０と略垂直方向に
分岐する分岐部４５０ａを有する。例えば、表示装置においては、複数のソース電極４５
０は、一方向に薄膜トランジスタアレイ４００の外に引き出された後、データ信号用のド
ライバーＩＣに接続され、データ信号が供給される。
【００８３】
　又、ソース電極４５０と同一の層における、（図８を平面視した状態で）複数のゲート
電極１２０及び複数のソース電極４５０で囲われた領域には、複数のドレイン電極４６０
が形成されている。例えば、表示装置においては、複数のドレイン電極４６０は、画素電
極となる。更に、ソース電極４５０及びドレイン電極４６０の上には、半導体層４７０が
、ソース電極４５０の分岐部４５０ａと略平行に形成されている。なお、各半導体層４７
０は、各ソース電極４５０間のリーク電流の発生を防止するため、互いに分離されている
が、少なくとも隣接する半導体層が分離されていれば、リーク電流の発生を防止できる。
又、半導体層４７０下部のソース電極４５０の分岐部４５０ａとドレイン電極４６０とが
対向する部分には、チャネル領域４７０ａが形成されている。ゲート電極１２０は、電界
をチャネル領域４７０ａに印加するために、必ずチャネル領域４７０ａの下部に存在する
必要がある。
【００８４】
　図８に示す薄膜トランジスタアレイ（ＴＦＴアレイ）４００において、薄膜トランジス
タアレイ（ＴＦＴアレイ）４００に流せる電流量を大きくするために、ソース電極４５０
とドレイン電極４６０とが対向する部分には、それぞれ、凹部と凸部とが交互に連続して
なる、くし歯状のパターンが形成されており、ドレイン電極４５０のくし歯状のパターン
と、ソース電極４６０のくし歯状のパターンの凹部と凸部とが互いに間挿し合う形状のチ
ャネル領域４７０ａが形成されている。この際、ソース電極４５０のくし歯状のパターン
はソース電極４５０の分岐部４５０ａに形成され、分岐部４５０ａを除くソース電極４５
０には不必要な括れ（凹凸）が形成されないため、余分な電流集中箇所が生じることはな
く、又、ドレイン電極４６０の面積を小さくすることもない。
【００８５】
　なお、くし歯状のパターンは、電流量を大きくするために、凹部と凸部とが互いに間挿
し合う形状であることが重要であり、図８に示すパターン形状以外のパターン形状として
も良い。例えば、三角型や台形型等の形状を有するパターンがソース電極４５０及びドレ
イン電極４６０に形成されており、それらが、互いに間挿し合う形状としても構わない。
【００８６】
　このように、本発明の第４の実施の形態に係る薄膜トランジスタアレイ４００によれば
、ソース電極４５０とドレイン電極４６０の対向する部分にくし歯状のパターンを形成し
、それぞれのくし歯状のパターンの凹部と凸部とが互いに間挿し合う形状にすることによ
り、チャネル領域４７０ａの実効チャネル幅を長く取ることが可能となるため、薄膜トラ
ンジスタアレイ４００に流せる電流量を大きくすることができる。なお、本発明の第４の
実施の形態の薄膜トランジスタアレイ４００は、第１の実施の形態の薄膜トランジスタア
レイ１００、第２の実施の形態の薄膜トランジスタアレイ２００、第３の実施の形態の薄
膜トランジスタアレイ３００と同様の効果を得ることができる。
【００８７】
　〈第５の実施の形態〉
　図９は、本発明の第５の実施の形態に係る薄膜トランジスタアレイ５００を例示する図
である。図９（ａ）は平面図であり、図９（ｂ)は図９（ａ）のＧ－Ｇ線に沿う断面図で
ある。同図中、図１乃至図８と同一部品については、同一符号を付し、その説明は省略す
る。
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【００８８】
　図９に示す薄膜トランジスタアレイ（ＴＦＴアレイ）５００は、絶縁基板１１０と、ゲ
ート電極５２０と、コモン電極５３０と、ゲート絶縁膜１４０と、ソース電極１５０と、
ドレイン電極５６０と、第１の半導体層１７０と、第２の半導体層５７０と、第１のチャ
ネル領域１７０ａと、第２のチャネル領域５７０ａと、を有する。又、１５０ａはソース
電極１５０の分岐部を、５２０ａはゲート電極５２０の分岐部を、５３０ａはコモン電極
５３０の角部を示している。又、ソース電極１５０の長手方向をＸ方向、ゲート電極５２
０の長手方向をＹ方向とする。
【００８９】
　図１、図４、図６及び図８に示す薄膜トランジスタアレイ１００、薄膜トランジスタア
レイ２００、薄膜トランジスタアレイ３００、及び、薄膜トランジスタアレイ４００とは
、ソース電極１５０とドレイン電極５６０とが、新たに第２の半導体層５７０で接続され
、新たに第２のチャネル５７０ａが設けられた点が異なる。又、第２のチャネル５７０ａ
を設けるため、ゲート電極５２０は、ゲート電極１２０とは異なる形状になっており、分
岐部５２０ａを有する。又、ドレイン電極５６０は、第２のチャネル５７０ａを設けるた
め、ドレイン電極１６０及び４６０とは異なる形状になっている。なお、薄膜トランジス
タアレイ５００の製造プロセスについては、薄膜トランジスタアレイ１００と同様である
。
【００９０】
　図９に示す薄膜トランジスタアレイ５００において、絶縁基板１１０の上には、複数の
ゲート電極５２０が略一定間隔を隔てて形成されている。なお、ゲート電極５２０は、分
岐部５２０ａを有している。又、隣接するゲート電極５２０の間に、コモン電極５３０が
ゲート電極５２０と略平行に形成されている。例えば、表示装置においては、複数のゲー
ト電極５２０は、一方向に薄膜トランジスタアレイ５００の外に引き出された後、走査信
号用のゲートドライバーＩＣに接続され、逐次選択信号が繰り返し供給される。一方、コ
モン電極５３０もゲート電極５２０の反対方向に薄膜トランジスタアレイ５００の外に引
き出された後、全てのコモン電極５３０は１本にまとめられ、所定のコモン電圧が付与さ
れる。
【００９１】
　ゲート電極５２０とコモン電極５３０について、図１０を参照して更に詳しく説明する
。図１０は、本発明の第５の実施形態に係る薄膜トランジスタアレイ５００におけるゲー
ト電極５２０とコモン電極５３０の形状を例示する図である。図１０（ａ）は平面図であ
り、図１０（ｂ)は図１０（ａ）のＨ－Ｈ線に沿う断面図である。同図中、図９と同一部
品については、同一符号を付し、その説明は省略する。
【００９２】
　図１０において、絶縁基板１１０上にゲート電極５２０とコモン電極５３０が形成され
ている。ゲート電極５２０の分岐部５２０ａは、第２のチャネル領域５７０ａと対向する
位置に形成される。又、コモン電極５３０を形成するためには、ゲート電極５２０と分岐
部５２０ａとの間にパターンを通す必要があるため、分岐部５２０ａの面積は制限される
。なお、コモン電極５３０の角部５３０ａは、ドレイン電極５６０と（図９（ａ）を平面
視した状態で）オーバーラップする位置に形成されている。従って、第３の実施の形態で
説明した、絶縁不良の問題が生じる恐れがあるため、コモン電極５３０は、フォトリソグ
ラフィー法で形成することが望ましい。
【００９３】
　ゲート電極５２０及びコモン電極５３０の上には、ゲート絶縁膜１４０が形成されてい
る。又、ゲート絶縁膜１４０の上には、複数のソース電極１５０が略一定間隔を隔てて、
複数のゲート電極５２０と平面視で交差するように形成されている。又、複数のソース電
極１５０は、チャネル領域１７０ａを形成するために、ソース電極１５０と略垂直方向に
分岐する分岐部１５０ａを有する。例えば、表示装置においては、複数のソース電極１５
０は、一方向に薄膜トランジスタアレイ５００の外に引き出された後、データ信号用のド
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ライバーＩＣに接続され、データ信号が供給される。
【００９４】
　又、ソース電極１５０と同一の層における、（図９を平面視した状態で）複数のゲート
電極５２０及び複数のソース電極１５０で囲われた領域には、複数のドレイン電極５６０
が形成されている。例えば、表示装置においては、複数のドレイン電極５６０は、画素電
極となる。更に、ソース電極１５０及びドレイン電極５６０の上には、第１の半導体層１
７０が、ソース電極１５０の分岐部１５０ａと略平行に形成され、第２の半導体層５７０
が、ソース電極１５０と略平行に形成されている。なお、各第１の半導体層１７０及び各
第２の半導体層５７０は、各ソース電極１５０間のリーク電流の発生を防止するため、互
いに分離されているが、少なくとも隣接する半導体層が分離されていれば、リーク電流の
発生を防止できる。
【００９５】
　又、第２の半導体層５７０下部のソース電極１５０とドレイン電極５６０とが対向する
部分には、チャネル領域５７０ａが形成されている。ゲート電極５２０は、電界を第１の
チャネル領域１７０ａ及び第２のチャネル領域５７０ａに印加するために、必ず第１のチ
ャネル領域１７０ａ及び第２のチャネル領域５７０ａの下部に存在する必要がある。
【００９６】
　又、図９に示す薄膜トランジスタアレイ５００は、２つのチャネル領域を有するが、ソ
ース電極１５０を印刷法で形成する場合には、２つのチャネルが近づく部分（ドレイン電
極５６０の、平面視で第１のチャネル領域１７０ａに接する辺と、平面視で第２のチャネ
ル領域５７０ａに接する辺との交点部分）においてソース電極１５０とドレイン電極５６
０が短絡を起こす恐れがあり、注意を要する。図１１を参照しながら注意点について説明
する。図１１は、印刷法で形成されたパターンの角部の様子を説明するための図である。
同図中、図９と同一部品については、同一符号を付し、その説明は省略する。一般に、印
刷法で形成されたパターンにおける直角部（略直角に形成しようとする部分）は、印刷直
後の液状時の表面張力により直角とはならず、丸みを帯びた所謂Ｒ状になることが知られ
ている。
【００９７】
　図１１（ａ）は、印刷法で形成されたソース電極１５０の角部１５０ｂが、印刷直後の
液状時の表面張力により直角とはならず、Ｒ状になる様子を模式的に示している。ソース
電極１５０の角部１５０ｂがＲ状になると、ドレイン電極５６０との距離ｄが極端に近く
なり（すなわち、この部分のチャネル長が極端に短くなり）、最悪の場合は、ソース電極
１５０とドレイン電極５６０は短絡を起こす恐れがある。そこで、図１１（ｂ）に示すよ
うに、ソース電極１５０の角部１５０ｂと短絡を起こす恐れのあるドレイン電極５６０の
一部分には、第１のチャネル領域１７０ａのチャネル幅及び第２のチャネル領域５７０ａ
のチャネル幅よりも広い、パターンを形成しないパターン未形成領域５６０ａを設けてい
る。パターン未形成領域５６０ａを設けることで、ソース電極１５０とドレイン電極５６
０が短絡を起こす恐れを排除することができる。なお、ソース電極１５０とドレイン電極
５６０が短絡を起こす恐れを排除するために、パターン未形成領域５６０ａを設けること
は、薄膜トランジスタアレイ１００～４００にも適用することができる。
【００９８】
　このように、本発明の第５の実施の形態に係る薄膜トランジスタアレイ５００によれば
、ゲート電極に分岐部５２０ａを設け、第１のチャネル１７０ａに加えて及第２のチャネ
ル領域５７０ａを形成することによって、実効チャネル幅を増やすことが可能となるため
、薄膜トランジスタアレイ（ＴＦＴアレイ）５００に流せる電流量を大きくすることがで
きる。又、ソース電極１５０とドレイン電極５６０の第１のチャネル１７０ａ及び／又は
第２のチャネル５７０ａが形成される部分に、図８に示すように、それぞれ、凹部と凸部
とが交互に連続してなるくし歯状のパターンを形成し、ソース電極１５０のくし歯状のパ
ターンと、ドレイン電極５６０のくし歯状のパターンの凹部と凸部とが互いに間挿し合う
形状にすることにより、実効チャネル幅を更に増やすことが可能となるため、薄膜トラン
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ジスタアレイ（ＴＦＴアレイ）５００に流せる電流量を更に大きくすることができる。更
に、ドレイン電極５６０の一部にパターン未形成領域５６０ａを設けることで、ソース電
極１５０とドレイン電極５６０が短絡を起こす恐れを排除することができる。
【００９９】
　なお、本発明の第５の実施の形態の薄膜トランジスタアレイ５００は、第１の実施の形
態の薄膜トランジスタアレイ１００、第２の実施の形態の薄膜トランジスタアレイ２００
、第３の実施の形態の薄膜トランジスタアレイ３００、第４の実施の形態の薄膜トランジ
スタアレイ４００と同様の効果を得ることができる。なお、ゲート電極５２０にＸ方向に
分岐する分岐部５２０ａを設けているために、Ｙ方向のアライメントずれが生じた場合に
は、チャネル領域１７０ａに対しては、影響はないが、チャネル領域５７０ａに対しては
、影響を与える。しかし、チャネル領域１７０ａはチャネル領域５７０ａよりも面積が大
きく薄膜トランジスタアレイ５００の特性に寄与する部分が多いため、チャネル領域５７
０ａのみに対するアライメントずれの影響は、全チャネル領域１７ａがアライメントずれ
の影響を受ける従来の薄膜トランジスタアレイ１０と比較すると小さく抑えられると考え
られる。
【０１００】
　〈第６の実施の形態〉
　本発明に係る薄膜トランジスタアレイは、例えば、画像表示素子の表示状態を制御する
スイッチング素子（制御素子）として用いることで、表示装置を実現することができる。
又、画像表示素子としては、例えば、ポリマー分散型液晶等の液晶、電気泳動、有機ＥＬ
等の方式を用いることができる。第６の実施の形態では、本発明に係る薄膜トランジスタ
アレイを利用した表示装置の一例として、電気泳動型の画像表示素子を用いた表示装置に
ついて説明する。
【０１０１】
　図１２は、本発明に係る薄膜トランジスタアレイ１００を利用した表示装置７００の例
を示す断面図である。同図中、図１と同一部品については、同一符号を付し、その説明は
省略する。図１２に示す表示装置７００は、マイクロカプセル７１０、対向基板７２０、
透明電極７３０、ＰＶＡバインダー７４０から構成されている。図１２に示す表示装置７
００において、マイクロカプセル７１０は酸化チタン粒子７１１とオイルブルーで着色し
たアイソパー７１２を内包する電気泳動表示素子、対向基板７２０は例えばポリエチレン
ナフタレート等からなり絶縁基板１１０に対向する基板、透明電極７３０は例えばＩＴＯ
（Indium-Tin Oxide）等からなる光透過性を持つ電極、ＰＶＡバインダー７４０は、ポリ
ビニルアルコール（ＰＶＡ）水溶液を混合した塗布液である。
【０１０２】
　図１２に示す表示装置７００は、例えば、マイクロカプセル７１０と、ＰＶＡバインダ
ー７４０を、対向基板７２０上に設けられた透明電極７３０上に塗布して、マイクロカプ
セル７１０及びＰＶＡバインダー７４０からなる層を形成し、マイクロカプセル７１０及
びＰＶＡバインダー７４０からなる層が形成された対向基板７２０と、本発明に係る薄膜
トランジスタアレイ１００とを、絶縁基板１１０及び対向基板７２０が最外面となるよう
に接着させることにより、作製することができる。
【０１０３】
　図１２に示す表示装置７００において、ゲート電極１２０に走査信号用のドライバーＩ
Ｃを、ソース電極１５０にデータ信号用のドライバーＩＣを各々接続することにより、画
像表示を行うことができる。なお、表示色材料はどのような色でも構わない。又、第６の
実施の形態では、薄膜トランジスタアレイ１００を画素表示素子と組み合わせることで、
表示装置を実現する例について説明したが、本発明に係る薄膜トランジスタアレイであれ
ば、薄膜トランジスタアレイ２００等の他の薄膜トランジスタアレイと組み合わせても構
わない。
【０１０４】
　このように、本発明の第６の実施の形態によれば、本発明に係る薄膜トランジスタアレ
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イ１００と画素表示素子とを組み合わせることで、表示装置を実現することができる。
【０１０５】
　更に、本発明に係る薄膜トランジスタアレイを利用した表示装置を表示媒体として用い
ることにより、例えば、デジタルペーパーやポケットＰＣのようなコンピューター等の情
報表示システムを実現することができる。図１３は、本発明に係る薄膜トランジスタアレ
イを利用した表示装置を表示媒体として用いたデジタルペーパーの例を示す模式図である
。図１４は、本発明に係る薄膜トランジスタアレイを利用した表示装置を表示媒体として
用いたポケットＰＣの例を示す模式図である。図１３及び図１４は本発明に係る薄膜トラ
ンジスタアレイを利用した表示装置を表示媒体として用いる場合の、応用例を説明するた
めの模式図であり、これらに限定されることなく、本発明に係る薄膜トランジスタアレイ
は、例えば複写機の表示媒体や、自動車や飛行機などの移動交通媒体のシート部やフロン
トガラス面などに埋め込む表示媒体や、スーパーなどで価格を表示するタグ等に用いるこ
とができる。
【０１０６】
　以上、本発明の好ましい実施の形態について詳説したが、本発明は、上述した実施の形
態に制限されることはなく、本発明の範囲を逸脱することなく、上述した実施の形態に種
々の変形及び置換を加えることができる。
【０１０７】
　例えば、本発明の各実施の形態においては、絶縁基板上にゲート電極、ゲート絶縁膜、
ソース電極及びドレイン電極が順次積層されたボトムゲート型の薄膜トランジスタアレイ
を例に説明をしたが、絶縁基板上にソース電極及びドレイン電極、ゲート絶縁膜、ゲート
電極が順次積層されたトップゲート型の薄膜トランジスタアレイにも適用することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【０１０８】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る薄膜トランジスタアレイ１００を例示する図で
ある。
【図２】薄膜トランジスタアレイ１００を使用する液晶表示装置６００を簡略化して例示
する図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る薄膜トランジスタアレイ１００におけるゲート電
極１２０の形状を例示する図である。
【図４】本発明の第２の実施の形態に係る薄膜トランジスタアレイ２００を例示する図で
ある。
【図５】本発明の第２の実施形態に係る薄膜トランジスタアレイ２００におけるゲート電
極１２０とコモン電極２３０の形状を例示する図である。
【図６】本発明の第３の実施の形態に係る薄膜トランジスタアレイ３００を例示する図で
ある。
【図７】耐圧試験の結果を例示する図である。
【図８】本発明の第４の実施の形態に係る薄膜トランジスタアレイ４００を例示する図で
ある。
【図９】本発明の第５の実施の形態に係る薄膜トランジスタアレイ５００を例示する図で
ある。
【図１０】本発明の第５の実施形態に係る薄膜トランジスタアレイ５００におけるゲート
電極５２０とコモン電極５３０の形状を例示する図である。
【図１１】印刷法で形成されたパターンの角部の様子を説明するための図である。
【図１２】本発明に係る薄膜トランジスタアレイ１００を利用した表示装置７００の例を
示す断面図である。
【図１３】本発明に係る薄膜トランジスタアレイを利用した表示装置を表示媒体として用
いたデジタルペーパーの例を示す模式図である。
【図１４】本発明に係る薄膜トランジスタアレイを利用した表示装置を表示媒体として用
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【図１５】従来の薄膜トランジスタアレイ１０を例示する図である。
【図１６】下部電極１８を印刷法でパターン形成した場合の一般的な形状を例示する図で
ある。
【図１７】図１５における下部電極であるゲート電極１２を印刷法でパターン形成した場
合の高さの傾向を例示する図である。
【符号の説明】
【０１０９】
　１１、１１０　絶縁基板
　１２、１２０、５２０　ゲート電極
　１２ａ　ゲート電極１２の分岐部
　１２ｂ　ゲート電極１２の角部
　１４、１４０　ゲート絶縁膜
　１５、１５０、４５０　ソース電極
　１６、１６０、４６０、５６０　ドレイン電極
　１７、１７０　半導体層
　１７ａ、１７０ａ　チャネル領域
　１８　下部電極
　１８ａ　下部電極１８の角部
　１９　絶縁膜
　２０　上部電極
　１０、１００、２００、３００、４００、５００　薄膜トランジスタアレイ
　１５０ａ　ソース電極１５０の分岐部
　１５０ｂ　ソース電極１５０の角部
　２３０、３３０、５３０　コモン電極
　２３０ａ　コモン電極２３０の切り込み部
　３３０ａ　コモン電極３３０の角部
　４２０ａ　ゲート電極４２０の分岐部
　４５０ａ　ソース電極４５０の分岐部
　４７０　第２の半導体層
　５２０ａ　ゲート電極５２０の分岐部
　５３０ａ　コモン電極５３０の角部
　５６０ａ　パターン未形成領域
　５７０ａ　第２のチャネル領域
　６００　液晶表示装置
　６１０　液晶層
　６１１　画素領域
　６２０　対向電極
　７００　表示装置
　７１０　マイクロカプセル
　７１１　酸化チタン粒子
　７１２　オイルブルーで着色したアイソパー
　７２０　対向基板
　７３０　透明電極
　７４０　ＰＶＡバインダー
　ｄ　下部電極１８と上部電極２０との間の絶縁膜１９の膜厚の最小値
　ｔ　ゲート電極１２０の線幅
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】

【図１３】
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【図１４】 【図１５】

【図１６】 【図１７】
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